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【はじめに】4H-SiC の溶液成⾧法は、低転

位密度の高品質な結晶が得られる。[1]一方

で、成⾧中の結晶に溶媒が取り込まれる「溶

媒インクルージョン」を生じるという課題

がある。溶媒インクルージョンについては

これまで主に結晶表面の観察による評価が

行われてきたが、近年の大口径化、⾧尺化

に伴い、結晶内部の溶媒インクルージョン

についても評価が求められている。本研究

では結晶内部の溶媒インクルージョンと結

晶の不純物濃度について分析した。 

【実験方法】58at%Si-40at%Cr-2at%Al の

溶液で 30 時間結晶成⾧を行い、Al ドープ

の p 型 4H-SiC 結晶を作製した。作製した

結晶をステップフロー方向に平行に切断し、

両面研磨を行い、厚み約 100μm の薄片を

作製した。薄片の裏から光を当て、透過像

を光学顕微鏡で観察した。また、SIMS で結

晶の不純物濃度分布を測定した。 

【結果】Fig. 1 に溶媒インクルージョンの透

過像を示す。光を透過していない点状の像

が溶媒インクルージョンである。透過像を

見ると、結晶には明るい層と暗い層が存在

し、溶媒インクルージョンは明るい層にの

み形成している。明るい層の形成要因を調

べるため不純物濃度分布を測定すると、明

るい層で不純物濃度が低く、暗い層で不純

物濃度が高いことが分かった。また Fig. 2

に結晶表面近傍の透過像を示す。明るい層

がマクロステップのステップフロントに続

いていることが確認できる。 

【考察】以上の結果から、不純物濃度分布

の形成機構として次のように考えられる。

マクロステップでは不純物の取り込み濃度

が小さく、マクロステップが進展した跡が

明るい層となって形成された。マクロステ

ップではステップ間距離が狭く、ステップ

表面に不純物が十分吸着する前に次のステ

ップに覆われてしまうため、不純物濃度が

小さくなると考えられる。 
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Fig. 1 transmission optical microscope image of 
solvent inclusion 

Fig. 2 transmission optical microscope image of 
macro step 
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